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Dispositivi
sospesi
con gate
elletrolitico
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Dispositivi sospesi con gate elettrolitico
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Un nuovo tipo di elettrolita:
polimeri elettrolitici
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polimeri
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Doping elettrostatico con ionic liquid gating
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Impatto su mobilita e concentrazione dei portatori di carica
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Applicazioni per misure di trasporto quantistico in materiali
(quasi) monodimensionali
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Applicazioni per misure di frasporto quantistico in materiali
(quasi) monodimensionali
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